wo 2016/156483 A1 |} J1 ¥ A1 0O 0O A

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges -

Eigentum
Internationales Biiro g

(43) Internationales
Veroffentlichungsdatum

\

6. Oktober 2016 (06.10.2016) WIPOIPCT

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

WO 2016/156483 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
HOIL 33/48 (2010.01) HOIL 33/62 (2010.01) Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
HOIL 33/60 (2010.01) HOIL 33/52 (2010.01) AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/057046 g?\{/[’, BD%)’, CD% Ecg, ’ECEI:’EEI:I]’ESC, %I,CGI}B,, CGI]J)’, 8%’, GD}EI: GDI\I/<[:

(22) Internationales Anmeldedatum: GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,

31. Mirz 2016 (31.03.2016) KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
(25) Einreichungssprache: Deutsch OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch SC, SD, SE, 8G, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,

(30) Angaben zur Prioritit: ZW.

102015 105 137.0 2. April 2015 (02.04.2015) DE

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir

(71) Anmelder: OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS Jjede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GMBH [DE/DE]; Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg (DE). GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,

(72) Erfinder: HAIBERGER, Luca; Residenzstr. 2, 93053 8Z, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
Regensburg (DE). CHOU, Sam; No. 20, Ln. 196, KZ, RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH,
Zhongpu 6th Street, Taoyuan City, 330 (TW) CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,

i i ' IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
(74) Anwalt: PATENTANWALTSKANZLEI WILHELM & RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
BECK; Prinzenstr. 13, 80639 Miinchen (DE). GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT
(54) Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT
(57) Abstract: The invention relates to an
FIG 1 optoelectronic  component comprising a
housing which comprises a cavity which is
10 open to the housing surface, and an
\‘ 215 optoelectronic semiconductor chip which is
arranged in the cavity. Said cavity comprises
an inner part and an outer part which are
| : arranged behind each other along an axial
\ ~ K i / direction of the cavity. Two opposite sections
\ : 2725 | / of a wall of the cavity enclose in the inner part,
Y 240, 500 200 | 220 / 110 a first aperture angle and in the outer part, a
N ) )/ second aperture angle. The second aperture
: { ‘ | [ angle is greater than the first opening angle.
241 — ) 135 | 242 , .
i 330 201 i é7 Zusammenfassung: Ein
230~ ; 310 \* | optoelektronisches Bauelement umfasst ein
2 400~ - Gehiuse, das eine zu einer Gehduseoberflache
* gedffhete Kavitdt aufweist, und einen
optoelektronischen Halbleiterchip, der in der
N Kavitét angeordnet ist. Die Kavitit weist einen
—410 inneren Teil und einen dulleren Teil auf, die
210 entlang einer axialen Richtung der Kavitit
\ ~—140 —120  hintereinander angeordnet sind. Zwei einander
f { ( —+—100  gegeniiberliegende Abschnitte einer Wandung
340 320 300 der Kavitdt schliefen im inneren Teil einen
' ersten Offnungswinkel und im #uBeren Teil
einen zweiten Offnungswinkel ein. Dabei ist
der zweite Offaungswinkel groBer als der erste

Ofthungswinkel.
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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches

Bauelement gemdl Patentanspruch 1.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 105 137.0, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Es ist bekannt, optoelektronische Bauelemente, beispielsweise
Leuchtdioden-Bauelemente, mit Gehdusen auszubilden, die Kavi-
tdten aufweisen. Die Kavitadten dienen dabei zur Aufnahme
lichtemittierender optoelektronischer Halbleiterchips und zur
Biindelung des durch die optoelektronischen Halbleiterchips

emittierten Lichts.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 geldst. In den abhangigen Anspriichen sind

verschiedene Weiterbildungen angegeben.

Ein optoelektronisches Rauelement umfasst ein Gehduse, das
eine zu einer Gehduseoberfliche gedffnete Kavitat aufweist,
und einen optoelektronischen Halbleiterchip, der in der Kavi-
tdt angeordnet ist. Die Kavitdt weist einen inneren Teil und
einen auBeren Teil auf, die entlang einer axialen Richtung
der Kavitadt hintereinander angeordnet sind. Zweli einander ge-
geniiberliegende Abschnitte einer Wandung der Kavitat schlie-
Ren im inneren Teil einen ersten Offnungswinkel und im duBe-
ren Teil einen zweiten Offnungswinkel ein. Dabei ist der

zweite Offnungswinkel gréRer als der erste Offnungswinkel.

Durch den gegeniiber dem zweiten Offnungswinkel des &duBeren
Teils der Kavitidt reduzierten ersten Offnungswinkel des inne-

ren Teils der Kavitat des Gehauses dieses optoelektronischen
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Bauelements kann der in der Kavitdt angeordnete optoelektro-
nische Halbleiterchip im inneren Teil der Kavitat eng durch
die Wandung der Kavitat umschlossen sein. Dadurch kann die
Kavitdat des Gehduses dieses optoelektronischen Bauelements
ein geringeres Volumen aufweisen als die Kavitdten herkdémmli-
cher optoelektronischer Bauelemente. Insbesondere kann die
Kavitat an der Gehduseoberfldche des Gehduses einen geringe-
ren Durchmesser aufweisen, da sich die Kavitadt lediglich in
ihrem &duBeren Teil mit dem zweiten Offnungswinkel aufweitet,
wahrend der innere Teil der Kavitadt lediglich den kleineren
ersten Offnungswinkel aufweist. Dies ermdglicht es, das Ge-
hause des optoelektronischen Bauelements mit kompakten aule-

ren Abmessungen auszubilden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der erste Offnungswinkel kleiner als 10°, insbesondere
kleiner als 5°, insbesondere gleich 0°. Dadurch verliuft die
Wandung der Kavitat im inneren Teil der Kavitat im Wesentli-
chen parallel zu Seitenflanken des in der Kavitat angeordne-
ten optoelektronischen Halbleiterchips, wodurch der opto-
elektronische Halbleiterchip eng von der Wandung des inneren

Teils der Kavitat umschlossen ist.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
betragt der zweite Offnungswinkel zwischen 70° und 120°, ins-
besondere zwischen 80° und 110°, insbesondere zwischen 90°
und 100°. Vorteilhafterweise ergibt sich dadurch eine Strahl-
formung und eine BRindelung von durch den optoelektronischen
Halbleiterchip des optoelektronischen Bauelements abgestrahl-
ter elektromagnetischer Strahlung in einen zu beleuchtenden

Raumbereich.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist zwischen dem inneren Teil und dem aduBeren Teil der Kavi-
tdt eine Stufe ausgebildet. Vorteilhafterweise ergibt sich
dadurch eine einfache Geometrie des Gehiduses, was eine einfa-
che und kostengliinstige Herstellung des Gehduses des opto-

elektronischen Bauelements ermdglicht. AuBerdem ergibt sich
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durch die Ausbildung einer Stufe zwischen dem inneren Teil
und dem &duleren Teil der Kavitat eine besonders kompakte Aus-

gestaltung der Kavitat.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Stufe in axiale Richtung weniger als 50 pm ltber oder
unter einer Oberseite des optoelektronischen Halbleiterchips
angeordnet, insbesondere weniger als 20 um, insbesondere we-
niger als 10 um. Dadurch kann vorteilhafterweise erreicht
werden, dass an der QOberseite des optoelektronischen Halb-
leiterchips abgestrahlte elektromagnetische Strahlung durch
die Wandung des zweiten Teils der Kavitat gebindelt und zur
Offnung der Kavitdt an der Gehduseoberfliche des Gehiuses des
optoelektronischen Bauelements geleitet wird, wahrend der
optoelektronische Halbleiterchip unterhalb seiner Oberseite
Platz sparend eng durch die Wandung des inneren Teils der Ka-

vitdt umschlossen wird.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
betragt ein Abstand zwischen der Wandung der Kavitat und dem
optoelektronischen Halbleiterchip an der engsten Stelle zwi-
schen 10 pm und 100 pm. Vorteilhafterweise ergibt sich
dadurch eine besonders Platz sparende Ausfihrung des Gehauses
des optoelektronischen Bauelements. Dabei ist dennoch sicher-
gestellt, dass sich der optoelektronische Halbleiterchip
problemlos im inneren Teil der Kavitat des Gehauses anordnen

lasst.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist im &duBeren Teil der Kavitat ein Vergussmaterial angeord-
net. Das Vergussmaterial kann dabei einem Schutz des in der
Kavitdat angeordneten optoelektronischen Halbleiterchips vor
einer Beschadigung durch &duRere Einwirkungen dienen. Aullerdem
kann das Vergussmaterial eingebettete Streupartikel und/oder
eingebettete wellenldngenkonvertierende Partikel aufweisen,
um von dem optoelektronischen Halbleiterchip abgestrahlte

elektromagnetische Strahlung zu durchmischen und/oder eine
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Wellenldnge der durch den optoelektronischen Halbleiterchip

abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung zu konvertieren.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist das Vergussmaterial auch im inneren Teil der Kavitat zwi-
schen dem optoelektronischen Halbleiterchip und der Wandung
der Kavitadt angeordnet. Vorteilhafterweise kdnnen dadurch
Lichtverluste durch in den Bereich zwischen dem optoelektro-
nischen Halbleiterchip und der Wandung des inneren Teils der

Kavitat gestreutes Licht reduziert oder vermieden werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der optoelektronische Halbleiterchip eine an einer
Oberseite angeordnete erste elektrische Kontaktfldche und ei-
ne an einer Unterseite angeordnete zweite elektrische Kon-
taktfldche auf. Vorteilhafterweise kann die an der Unterseite
angeordnete zweite elektrische Kontaktflache des optoelektro-
nischen Halbleiterchips unmittelbar im Befestigungsbereich
des optoelektronischen Halbleiterchips in der Kavitat des Ge-
hauses des optoelektronischen Bauelements elektrisch kontak-
tiert sein, was es ermdglicht, die Kavitat des Gehduses be-

sonders eng auszubilden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das Gehduse eine Montageflache auf, die parallel zu der
axialen Richtung der Kavitdt orientiert ist. Das optoelektro-
nische Bauelement ist dann ausgebildet, elektromagnetische
Strahlung, beispielsweise sichtbares Licht, in eine parallel
zur Montagefldche orientierte Richtung abzustrahlen. Damit
bildet das optoelektronische Bauelement ein Sidelooker-
Bauelement. Damit eignet sich das optoelektronische Bauele-
ment beispielsweise zur Hinterleuchtung von Fliissigkristall-
bildschirmen. Da das Gehduse des optoelektronischen Bauele-
ments sehr kompakte adulere Abmessungen aufweisen kann, kann
sich das optoelektronische Rauelement zur Verwendung in Gera-
ten mit begrenzt zur Verfiigung stehendem Bauraum eignen, bei-
spielsweise zur Verwendung in Mobiltelefonen oder tragbaren

Computern.
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Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht eines ersten opto-

elektronischen Bauelements;

Fig. 2 eine Aufsicht auf das erste optoelektronische Bauele-

ment; und

Fig. 3 eine Aufsicht auf ein zweites optoelektronisches Rau-

element.

Fig. 1 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht ei-
nes ersten optoelektronischen Bauelements 10. Fig. 2 zeigt
eine schematische Aufsicht auf das erste optoelektronische
Bauelement 10. Das erste optoelektronische Bauelement 10 kann
beispielsweise ein Leuchtdioden-Rauelement sein. Das erste
optoelektronische Bauelement 10 ist dazu ausgebildet, elekt-
romagnetische Strahlung, beispielsweise sichtbares Licht, ab-

zustrahlen.

Das erste optoelektronische Bauelement 10 weist ein Gehause
100 auf. Das Gehause 100 kann beigspielsweise ein Kunststoff-
material oder ein Keramikmaterial aufweisen. Das Gehduse 100
kann beispielsweise durch ein Formverfahren (Moldverfahren)

hergestellt sein.

Das Gehause 100 weist eine Kavitat 200 auf, die zu einer Ge-
hauseoberflache 110 des Gehauses 100 gedffnet ist. Die Kavi-
tadt 200 erstreckt sich von der Gehduseoberflache 110 des Ge-
hauses 100 in das Gehduse 100 hinein. Dabei erstreckt sich

die Kavitat 200 entlang einer axialen Richtung 201, die im in
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Figuren 1 und 2 dargestellten Beispiel senkrecht zu der Ge-
hauseoberflache 110 des Gehduses 100 orientiert ist. Die axi-
ale Richtung 201 koénnte allerdings auch unter einem von 90°
abweichenden Winkel zur Gehauseoberfldche 110 orientiert
sein. In der Darstellung der Fig. 1 ist das Gehause 100 an
einer zur axialen Richtung 201 parallelen Ebene geschnitten,
die sich durch die Kavitat 200 erstreckt. Fig. 2 zeigt eine
Aufsicht auf die Gehduseoberfldache 110 des Gehauses 100.

Die Kavitat 200 umfasst einen inneren Teil 210 und einen au-
Beren Teil 220. Der innere Teil 210 und der &duBRere Teil 220
sind entlang der axialen Richtung 201 hintereinander angeord-
net. Dabei grenzt der aubere Teil 220 der Kavitat 200 an die
Offnung der Kavitat 200 an der Gehduseoberfliche 110 des Ge-
hduses 100 an, wahrend der innere Teil 210 der Kavitat 200 im

Inneren des Gehduses 100 angeordnet ist.

Die Kavitdt 200 weist eine Wandung 240 auf, die eine Mantel-
flédche des Volumens der Kavitat 200 bildet. Die Wandung 240
umfasst einen ersten Abschnitt 241 und einen dem ersten Ab-

schnitt 241 gegeniiberliegenden zweiten Abschnitt 242.

Die Kavitat 200 weitet sich von einem im Inneren des Gehduses
100 angeordneten Bodenbereich 250 der Kavitat 200 entlang ih-
rer axialen Richtung 201 zu ihrer Offnung an der Gehduseober-
flache 110 auf. Dabei schlieBen der erste Abschnitt 241 und
der zweite Abschnitt 242 der Wandung 240 der Kavitat 200 im
inneren Teil 210 der Kavitdt 200 einen ersten Offnungswinkel
215 und im &uBReren Teil 220 der Kavitat 200 einen zweiten
Offnungswinkel 225 ein. Der zweite Offnungswinkel 225 ist
gréRer als der erste Offnungswinkel. Die Kavitdt 200 weitet
sich in ihrem duBReren Teil 220 also starker auf als in ihrem

inneren Teil 210.

Der erste Offnungswinkel 215 kann kleiner als 10° sein, ins-
besondere kleiner als 5°. Der erste Offnungswinkel 215 kann
auch gleich 0° sein. In diesem Fall sind der erste Abschnitt

241 und der dem ersten Abschnitt 241 gegeniilberliegende zweite
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Abschnitt 242 der Wandung 240 im inneren Teil 210 der Kavitat
200 also parallel zueinander und parallel zur axialen Rich-
tung 201 der Kavitat 200 orientiert. Die Kavitat 200 weitet

sich dann in ihrem inneren Teil 210 Uberhaupt nicht auf.

Der zweite Offnungswinkel 225 kann beispielsweise zwischen
70° und 120° betragen, insbesondere beispielsweise zwischen
80° und 110°, insbesondere beispielsweise zwischen 90° und
100°.

An der Grenze zwischen dem inneren Teil 210 und dem auBeren
Teil 220 der Kavitat 200 weist die Wandung 240 der Kavitat
240 eine Stufe 230 auf. An der Stufe 230 andert sich die Auf-
welitung der Kavitdt von dem ersten Offnungswinkel 215 zu dem
zweiten Offnungswinkel 225. Es ist allerdings ebenfalls még-
lich, den Ubergang zwischen dem ersten Offnungswinkel 215 und
dem zweiten Offnungswinkel 225 kontinuierlich anstatt stufen-
formig auszubilden. In diesem Fall weist die Kavitat 200 an-

stelle der Stufe 230 eine Rundung auf.

Das erste optoelektronische Bauelement 100 weist einen opto-
elektronischen Halbleiterchip 300 auf. Der optoelektronische
Halbleiterchip 300 kann beispielsweise ein Leuchtdiodenchip
(LED-Chip) sein. Der optoelektronische Halbleiterchip 300 ist
dazu ausgebildet, elektromagnetische Strahlung, beispielswei-

se sichtbares Licht, zu emittieren.

Der optoelektronische Halbleiterchip 300 weist eine QOberseite
310 und eine der Oberseite 310 gegeniiberliegende Unterseite
320 auf. Die Oberseite 310 bildet eine Strahlungsemissions-
flédche des optoelektronischen Halbleiterchips 300. Im Betrieb
des optoelektronischen Halbleiterchips 300 wird elektromagne-
tische Strahlung an der Oberseite 310 des optoelektronischen
Halbleiterchips 300 in eine senkrecht zur Oberseite 310 ori-

entierte Abstrahlrichtung abgestrahlt.

An der Oberseite 310 des optoelektronischen Halbleiterchips

300 ist eine erste elektrische Kontaktflidche 330 angeordnet.
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Eine zweite elektrische Kontaktfldche 340 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 300 ist an der Unterseite 320 angeord-
net. Uber die erste elektrische Kontaktfldche 330 und die
zweite elektrische Kontaktfldche 340 kann der optoelektroni-
sche Halbleiterchip 300 mit elektrischer Spannung und mit

elektrischem Strom beaufschlagt werden.

Der optoelektronische Halbleiterchip 300 ist in der Kavitat
200 des Gehauses 100 des ersten optoelektronischen Bauele-
ments 10 angeordnet. Dabei ist der optoelektronische Halb-
leiterchip 300 auf dem Bodenbereich 250 im inneren Teil 210
der Kavitat 200 angeordnet. Die Unterseite 320 des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 300 ist dem Bodenbereich 250 zuge-
wandt. Die Oberseite 310 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 300 ist zur Offnung der Kavitdt 200 an der Gehiuseober-
fldche 110 des Gehauses 100 orientiert. Die QOberseite 310 des
optoelektronischen Halbleiterchips 300 ist senkrecht zur axi-
alen Richtung 201 der Kavitat 200 orientiert. Damit ist die
Abstrahlrichtung des optoelektronischen Halbleiterchips 300

parallel zur axialen Richtung 201 der Kavitat 200 orientiert.

Das Gehause 100 weist im Bodenbereich 250 der Kavitat 200 ei-
nen ersten elektrischen Kontaktbereich 130 und einen zweiten
elektrischen Kontaktbereich 140 auf. Der erste elektrische
Kontaktbereich 130 und der zweite elektrische Kontaktbereich
140 sind lateral nebeneinander angeordnet, voneinander beab-
standet und elektrisch gegeneinander isoliert. Der erste
elektrische Kontaktbereich 130 und der zweite elektrische
Kontaktbereich 140 kodnnen beispielsweise durch in das Geh&ause
100 eingebettete Abschnitte eines Leiterrahmens gebildet

sein.

Das Gehause 100 weist eine auBere Montageflache 120 auf. Die
Montagefldche 120 ist zur Montage des ersten optoelektroni-
schen Bauelements 10 vorgesehen. Hierzu kann das erste opto-
elektronische Bauelement 10 derart auf einem Trager, bei-
spielsweise einer Leiterplatte, angeordnet werden, dass die

Montagefldche 120 des Gehduses 100 dem Tradger zugewandt ist.
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An der Montageflache 120 kdénnen in den Figuren nicht darge-
stellte, von aulen zugangliche Kontaktelemente des ersten
optoelektronischen Bauelements 10 angeordnet sein, die
elektrisch leitend mit den elektrischen Kontaktbereichen 130,
140 verbunden und zur elektrischen Kontaktierung des ersten
optoelektronischen Bauelements 10 vorgesehen sind. Das erste
optoelektronische Bauelement 10 kann sich in diesem Fall bei-
spielsweise als SMD-Bauelement flir eine Oberflachenmontage
eignen, beispielsweise flir eine Oberflachenmontage durch Wie-
deraufschmelzldten (Reflow-Ldten). Elektrische Kontaktelemen-
te des ersten optoelektronischen Bauelements 10 kdnnen aber
auch an anderen Stellen des Gehduses 100 als der Montagefléa-

che 120 angeordnet und zuganglich sein.

Bei dem in Figuren 1 und 2 gezeigten ersten optoelektroni-
schen Bauelement 10 ist die Montagefldche 120 senkrecht zur
Gehduseoberflache 110 des Gehauses 100 und damit parallel zu
der axialen Richtung 201 der Kavitdt 200 orientiert. Damit
ist die Montageflache 120 auch senkrecht zur Oberseite 310
des optoelektronischen Halbleiterchips 300 und damit parallel
zur Abstrahlrichtung des optoelektronischen Halbleiterchips
300 orientiert. Damit ist das erste optoelektronische Bauele-
ment 10 ausgebildet, elektromagnetische Strahlung in eine zur
Montageflache 120 parallele Richtung abzustrahlen. Das erste
optoelektronische Bauelement 10 bildet somit ein Sidelooker-

Bauelement.

Es ist allerdings auch mdoglich, die Montagefldche 120 an ei-
ner der Gehaduseoberfldche 110 gegeniiberliegenden Seite des
Gehauses 100 auszubilden. In diesem Fall ist die Abstrahl-
richtung des optoelektronischen Halbleiterchips 300 senkrecht
zur Montagefldche 120 orientiert. Das erste optoelektronische

Bauelement 10 bildet dann ein Toplooker-Bauelement.

Der optoelektronische Halbleiterchip 300 ist in der Kavitat
200 auf dem zweiten Kontaktbereich 140 im Bodenbereich 250

der Kavitat 200 angeordnet. Dabei ist die Unterseite 320 des
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optoelektronischen Halbleiterchips 300, beispielsweise mit-
tels eines Lots oder eines elektrisch leitenden Klebers, der-
art mit dem zweiten elektrischen Kontaktbereich 140 verbun-
den, dass eine elektrische leitende Verbindung zwischen der
zweiten elektrischen Kontaktfldche 340 des optoelektronischen
Halbleiterchips 300 und dem zweiten elektrischen Kontaktbe-
reich 140 des Gehaduses 100 besteht. Die an der QOberseite 310
des optoelektronischen Halbleiterchips 300 angeordnete erste
elektrische Kontaktfldche 330 ist mittels eines ersten BRond-
drahts 135 elektrisch leitend mit dem ersten elektrischen
Kontaktbereich 130 des Gehauses 100 des ersten optoelektroni-

schen Bauelements 10 verbunden.

Die zwischen der Oberseite 310 und der Unterseite 320 bemes-
sene Hohe des optoelektronischen Halbleiterchips 300 und die
in axialer Richtung 201 bemessene Hohe des inneren Teils 210
der Kavitat 200 zwischen dem Bodenbereich 250 und der Stufe
230 sind so aufeinander abgestimmt, dass die Oberseite 310
des im inneren Teil 210 der Kavitat 200 angeordneten opto-
elektronischen Halbleiterchips 300 etwa auf HoOhe der Stufe
230 angeordnet ist. Die Stufe 230 liegt in axialer Richtung
201 um einen vertikalen Abstand 400 Uber oder unter der Ober-
seite 310 des optoelektronischen Halbleiterchips 300. Der
vertikale Abstand 400 kann beispielsweise weniger als 50 pm
betragen, insbesondere weniger als 20 um, insbesondere weni-

ger als 10 um.

Im inneren Teil 210 der Kavitat 200 wird der optoelektroni-
sche Halbleiterchip 300 durch die Wandung 240 der Kavitat 200
eng umschlossen. Eine besonders enge Umschlielung des opto-
elektronischen Halbleiterchips 300 durch die Wandung 240 des
inneren Teils 210 der Kavitat 200 wird erreicht, wenn der
erste Offnungswinkel 215 des inneren Teils 210 der Kavitit
200 klein ist oder sogar 0° betragt. Der optoelektronische
Halbleiterchip 300 und die den optoelektronischen Halbleiter-
chip 300 umgrenzende Wandung 240 des inneren Teils 210 der

Kavitat 200 weisen einen horizontalen Abstand 410 voneinander
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auf. An der engsten Stelle kann der horizontale Abstand 410

beispielsweise zwischen 10 um und 100 um betragen.

Von dem optoelektronischen Halbleiterchip 300 an seiner Ober-
seite 310 abgestrahlte elektromagnetische Strahlung wird
durch die Wandung 240 des aduBeren Teils 220 der Kavitat 200
reflektiert und gebiindelt. Wegen des geringen horizontalen
Abstands 410 zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip
300 und der Wandung 240 im inneren Teil 210 der Kavitat 200
kann nur sehr wenig elektromagnetische Strahlung in den Be-
reich zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip 300 und
der Wandung 240 des inneren Teils 210 der Kavitat 200 gelan-

gen, wodurch hierdurch bedingte Verluste gering sind.

Im auBeren Teil 220 der Kavitat 200 kann ein Vergussmaterial
500 angeordnet sein, das die Oberseite 310 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 300 bedeckt. Das Vergussmaterial 500
kann sich auch in den BRereich zwischen dem optoelektronischen
Halbleiterchip 300 und der Wandung 240 der Kavitat 200 im in-
neren Teil 210 der Kavitadt 200 erstrecken. Das Vergussmateri-
al 500 kann einem Schutz des optoelektronischen Halbleiter-
chips 300 und des ersten Bonddrahts 135 vor einer Beschadi-
gung durch duBere Einwirkungen dienen. Falls sich das Ver-
gussmaterial auch in den Bereich zwischen dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip 300 und der Wandung 240 der Kavitat 200
im inneren Teil 210 der Kavitat 200 erstreckt, kann das Ver-
gussmaterial auBerdem den Anteil der in den Bereich zwischen
dem optoelektronischen Halbleiterchip 300 und der Wandung 240
des inneren Teils 210 der Kavitat 200 gestreuten elektromag-

netischen Strahlung reduzieren.

Das Vergussmaterial 500 kann beispielsweise ein Silikon auf-
weisen. Zusadtzlich kann das Vergussmaterial 500 eingebettete
Streupartikel und/oder eingebettete wellenldngenkonvertieren-
de Partikel aufweisen. In das Vergussmaterial 500 eingebette-
te Streupartikel kénnen beispielsweise dazu dienen, von dem
optoelektronischen Halbleiterchip 300 abgestrahlte elektro-

magnetische Strahlung zu homogenisieren. In das Vergussmate-
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rial 500 eingebettete wellenlangenkonvertierende Partikel
kébnnen dazu dienen, von dem optoelektronischen Halbleiterchip
300 abgestrahlte elektromagnetische Strahlung in elektromag-

netische Strahlung einer anderen Wellenld&nge zu konvertieren.

Fig. 3 zeigt eine schematische Aufsicht auf ein zweites opto-
elektronisches Bauelement 20. Das zweite optoelektronische
Bauelement 20 weist groBe Ubereinstimmungen mit dem ersten
optoelektronischen Bauelement 10 auf. Komponenten des zweiten
optoelektronischen Bauelements 20, die bei dem ersten opto-
elektronischen Bauelement 10 vorhandenen Komponenten entspre-
chen, sind in Fig. 3 mit denselben Bezugszeichen versehen wie
in Figuren 1 und 2. Nachfolgend werden lediglich die Abwei-
chungen des zweiten optoelektronischen Bauelements 20 von dem

ersten optoelektronischen Bauelement 10 beschrieben.

Bei dem zweiten optoelektronischen Bauelement 20 unterschei-
det sich der optoelektronische Halbleiterchip 300 von dem
optoelektronischen Halbleiterchip 300 des ersten optoelektro-
nischen Bauelements 10 dadurch, dass sowohl die erste elekt-
rische Kontaktfldche 330 als auch die zweite elektrische Kon-
taktfldche 340 an der Oberseite 310 des optoelektronischen
Halbleiterchips 300 angeordnet sind. Die an der Oberseite 310
des optoelektronischen Halbleiterchips 300 angeordnete zweite
elektrische Kontaktfldche 340 ist mittels eines zweiten Bond-
drahts 145 elektrisch leitend mit dem zweiten elektrischen
Kontaktbereich 140 des Gehaduses 100 des zweiten optoelektro-

nischen Bauelements 20 verbunden.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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20

100
110
120
130
135
140
145

200
201
210
215
220
225
230
240
241
242
250

300
310
320
330
340

400
410

500

BEZUGSZEICHENLISTE

erstes optoelektronisches Bauelement

zweltes optoelektronisches Bauelement

Gehause

Gehduseoberflache

Montageflache

erster elektrischer Kontaktbereich
erster Bonddraht

zwelter elektrischer Kontaktbereich

zwelter Bonddraht

Kavitat

axiale Richtung
inneren Teil

erster Offnungswinkel
auleren Teil

zweiter Offnungswinkel
Stufe

Wandung

erster Abschnitt
zwelter Abschnitt

Bodenbereich

optoelektronischer Halbleiterchip
Oberseite

Unterseite

erste elektrische Kontaktflache

zwelte elektrische Kontaktfl&che

vertikaler Abstand

horizontaler Abstand

Vergussmaterial
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (10, 20)

mit einem Gehduse (100), das eine zu einer Gehduseober-
flache (110) gedbffnete Kavitat (200) aufweist,

und mit einem optoelektronischen Halbleiterchip (300),
der in der Kavitat (200) angeordnet ist,

wobei die Kavitat (200) einen inneren Teil (210) und ei-
nen auBeren Teil (220) aufweist, die entlang einer axia-
len Richtung (201) der Kavitat (200) hintereinander ange-
ordnet sind,

wobei zwei einander gegenliberliegende Abschnitte (241,
242) einer Wandung (240) der Kavitat (200) im inneren
Teil (210) einen ersten Offnungswinkel (215) und im &uBe-
ren Teil (220) einen zweiten Offnungswinkel (225) ein-
schlielen,

wobel der zweite Offnungswinkel (225) grdéBer als der ers-
te Offnungswinkel (215) ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal Anspruch 1,
wobei der erste Offnungswinkel (215) kleiner als 10° ist,

insbesondere kleiner als 5°, insbesondere gleich 0°.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemaB einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobel der zweite Offnungswinkel (225) zwischen 70° und
120° betragt, insbesondere zwischen 80° und 110°, insbe-

sondere zwischen 90° und 100°.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemaB einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei zwischen dem inneren Teil (210) und dem auleren
Teil (220) der Kavitat (200) eine Stufe (230) ausgebildet

ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal Anspruch 4,
wobei die Stufe (230) in axiale Richtung (201) weniger

als 50 pm Uber oder unter einer Oberseite (310) des opto-
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10

elektronischen Halbleiterchips (300) angeordnet ist, ins-
besondere weniger als 20 pm, insbesondere weniger als

10 um.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal einem der
vorhergehenden Anspriche,

wobei ein Abstand (410) zwischen der Wandung (240) der
Kavitat (200) und dem optoelektronischem Halbleiterchip
(300) an der engsten Stelle zwischen 10 pm und 100 pm be-
tragt.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemaB einem der
vorhergehenden Anspriche,
wobei im &duberen Teil (220) der Kavitat (200) ein Ver-

gussmaterial (500) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal Anspruch 7,
wobei das Vergussmaterial (500) auch im inneren Teil
(210) der Kavitat (200) zwischen dem optoelektronischen
Halbleiterchip (300) und der Wandung (240) der Kavitat
(200) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (300) eine an
einer Oberseite (310) angeordnete erste elektrische Kon-
taktfldche (330) und eine an einer Unterseite (320) ange-

ordnete zweite elektrische Kontaktfldche (340) aufweist.

.Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal einem der

vorhergehenden Anspriche,
wobei das Gehause (100) eine Montageflidche (120) auf-
weist, die parallel zu der axialen Richtung (201) der Ka-

vitdt (200) orientiert ist.
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